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 研究開発成果等の概要 

プロジェクトの修正を受け、開発当初に検討していた１ｉｎ１モジュール（耐

圧６００Ｖ）から構成を大幅に変更し、ハイサイドスイッチング素子、ローサイ

ドスイッチング素子を一体化した２ｉｎ１構成（耐圧１２００Ｖ）のコア・パワ

ーモジュールの開発を実施した。 

コア・パワーモジュールを構成する要素技術としては、厚Ｃｕ板を用いた高熱

伝導ＡＭＢ（Ａｃｔｉｖｅ Ｍｅｔａｌ Ｂｒａｚｉｎｇ）基板の開発や半導体素

子とＡＭＢ基板とをはんだレスで接合する技術等により、熱抵抗Ｒｔｈ（ｊ－ｃ）

を大幅に低減することを確認した。 

これらにより、２０２０年度中間目標であるパワー密度１３０％向上を達成可

能な、コア・パワーモジュールを実現できる見込みである。 

 


